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температуры до 1100
0
С приводит к образованию аморфного слоя на 

поверхности. 

            Проведен анализ влияния набранной дозы и высокотемпературного 

отжига на дефектообразование в ионно-имплантированных слоях. 

Исследованы скрытые слои дисилицида кобальта в кремнии, полученные 

ионно-лучевым синтезом при различных режимах имплантации и отжига. 

            Показано, что изменение набранной дозы меняет глубину залегания 

и толщину слоев дисилицида кобальта. Варьируя дозу можно изменять 

глубину залегания и толщину слоя CoSi2. Под влиянием 

высокотемпературного отжига происходит значительное уменьшение 

выхода альфа-частиц рассеянных на кремнии и кобальте на спектрах 

каналирования РОР, что указывает на то, что большинство радиационных 

дефектов устраняется и происходит улучшение кристалличности 

структуры имплантированного слоя.   
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В данное время теллурид кадмия (CdTe) широко применяется для 

создания детекторов рентгеновского (Х) и γ - излучений [1]. 

Крупноблочные поликристаллические пленки CdTe со столбчатой 

структурой кристаллитов обладают рядом уникальных преимуществ, таких 
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как, его кристаллиты в направлении вертикального роста обладают 

свойствами монокристаллов, а в горизонтальном направлении – 

свойствами поликристаллов. Границы между кристаллитами являются 

стоками для дефектов различной природы, что приводит к увеличению 

времени жизни неосновных носителей заряда [2]. 

Исследование созданных структур Al-pCdTe-Mo показали, что в 

обратной ветви ВАХ ток практически остается постоянным в широком 

диапазоне напряжения. Это связано, с тем, базовый слой CdTe в структуре 

является сильно компенсированным и механизм токопереноса 

определяется параметрами рекомбинационных процессов [3], таких как 

время жизни τ и длина диффузии L неосновных носителей тока. Степенью 

компенсации в CdTe можно управлять при помощи внешних воздействий, 

в том числе облучением γ-квантами и быстрыми нейтронами. Известно, 

что излучение γ-квантами генерирует точечные дефекты по всему слою p-

CdTe к появлению которых особенно чувствительны токовые 

характеристики Al-pCdTe-Mo структуры. В связи с этим представлял 

интерес исследование влияния γ-облучения на вольтамперную 

характеристику (ВАХ) Al-pCdTe-Mo структур. Для этих целей 

проводились облучения γ-квантами (Со
60
) структур, при температуре 50

о
С, 

на установке мощностью 1700 Р/с и энергией квантов Е ≈ 1,2 МэВ. 

Целью данной работы является исследование влияния γ-облучение 

на кинетические параметры токопереноса в обратной ветви ВАХ 

структуры Al–p-CdTe–Mo, которая имела протяженный сублинейный 

участок, где обеспечивались малые темновые токи до облучения γ-

квантами.  

На рис.1 представлены обратные ветви темновых ВАХ 

изготовленных Al–рCdTe–Mo-структур до и после γ-облучения. Из 

рисунка видно, что обратная ветвь ВАХ Al–рCdTe–Mo-структуры, имеет 

три участка: 1 - ―А‖ , где ВАХ описывается соотношением I = I01 exp 

(qV/ckT), с = 3.7; 2 - ―В‖, I ~ V

,  = 0.02 (сублинейный участок) и 3 - ―С‖, I 

~ V

, где  = 4. 
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Рис. 1. Обратная ветвь ВАХ Al–p-CdTe–Mo структуры до и после 

облучения γ-излучениями Ф, Р: a(Ф=0); b(10
6
); c(10

7
); d(10

8
) и e(10

9
). 

Для установления влияния внешнего излучения на механизм 

переноса тока в структуре, на участках ―А‖ были определены значения 

показателя экспоненты «c», предэкспериментального множителя I01, до и 

после облучения различными дозами γ-квантов. Из экспериментальных 

результатов следовало, что радиация существенно не влияла на 

кинетические параметры p-CdTe [4]. 

Протяженный сублинейного участок ―В‖ связан с инжекцией 

электронов из тылового (МОП)-контакта и возникновением в базе p-CdTe, 

диффузионных и дрейфовых токов, направленных друг против друга [4], а 

также расширением области объемного заряда (ООЗ). В результате 

расширения ООЗ сопротивление базы структуры растет в широком 

интервале напряжения смещения (V ≈ 0.7 – 30 V), что происходит за счет 

взаимной компенсации дрейфовых и диффузионных потоков 

неравновесных носителей заряда. При этом, величина тока остается 

практически неизменным и имеет значения: ~2.17·10
-7

A/cm
2
, в начале и 

~2.2·10
-7

A/cm
2
, в конце сублинейного участка.  

После сублинейного участка ВАХ на участке ―С‖ прослеживается 

степенная зависимость тока от напряжения типа J ~ V

, где  ≈ 4, остается 

практически без изменения, после облучения различными дозами 

облучения. Степенная зависимость тока от напряжения J ~ V
 
проявляется 

при высоком уровне инжекции, когда ток состоит в основном из 
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дрейфового тока и рекомбинационные процессы в p-CdTe происходят не 

только через простые рекомбинационные центры [4], но также через 

дефект-примесные комплексы. 

Исследование влияния γ-излучения показали, что рекомбинационные 

процессы в структуре Al–p-CdTe–Mo происходят с участием сложных 

комплексов, внутри которых происходит электронный обмен, в результате 

неравновесные носители задерживаются внутри сложных комплексов. Это 

приводят к обогащению базы свободными носителями, которые задают 

профиль распределения неравновесных носителей, в результате чего 

возникают встречно направленные потоки биполярной диффузии и 

дрейфа, приводя к появлению сублинейного участка на обратной ветви 

ВАХ. Сохранение формы и протяженности сублинейного участка 

обратной ВАХ показывает, что из-за высокой высоты потенциального 

барьера фронтального n
+
-p-гетероперехода профиль распределения 

неравновесных носителей в p-CdTe практически не изменяется после 

облучения различными дозами γ-излучения. 
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Ҳозирги вақтда молeкулаларга асосланган нано ўлчамли 

тузилмаларни  яримўтказгич материалларда тузилиши ва таркибини 

шакллантириш ҳамда уларни назорат қилиш имконини бeрадиган турли 

замонавий усул ва тeхнологиялар яратилинмоқда. Яримўтказгич 

матeриалларнинг сирти ва ҳажмида бошқариладиган нано ўлчамли 

тузилмаларни шакллантириш ва концентрациясини бошқариш 




